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【背景】ReRAM は電極/金属酸化物/電極のサンドウィッチ構造をとり、電極間に電圧を印加す

ることで生じる抵抗変化を利用したメモリである。また、ポーラスアルミナは透明でナノスケ

ールの微細性、規則性、制御性を持っているため、金属酸化物膜として有用である。我々は、

これまで、ポーラスアルミナ上に透明導電膜として注目されている無電解めっき法を用いて

ZnO 膜を作製することで、透明な ReRAM を作製することを試みた。しかし、ポーラスアルミ

ナ上に ZnOのめっきを行うと低導電性に問題があることがわかった。そこで本研究では、ポー

ラスアルミナの表面に、薄く Znをめっきし、その上から ZnOをめっきすることで、ZnO/Zn構

造を作製し、アニール処理を行うことで、Zn原子を熱拡散させ、ZnO膜の低抵抗化を試みた。 

【実験】Al基板を印加電圧 40V、シュウ酸(0.3mol/L)、温度 20℃の条件で陽極酸化したポーラス

アルミナ基板に核触媒となる Ni めっきを微量行い、その後 Zn めっき、ZnO 無電解めっきを行

った。アニール条件は、大気中で温度を変化させ、抵抗の違いを比較した。 

【結果と考察】ZnO/Zn膜抵抗のオーダーとその頻度の関係性について、アニール前のものを Fig.1、

300℃でアニール処理したものを Fig.2、500℃でアニール処理したものを Fig.3に示す。アニール

前は抵抗が 107から 108の頻度が高く、アニール温度を上げると徐々に低下し、その後、300℃を

超えるアニール温度で抵抗値が急激に低下した。Zn原子が Zn膜から ZnO膜中に熱拡散するこ

とにより、Znリッチな ZnO膜が形成され、抵抗値が低下したと考えられる。500℃でアニール

処理を行うと、抵抗が 103から 105の頻度が高くなっていることがわかる。これは、アニール温

度が Zn膜の融点を超えたため、Zn原子が容易に拡散したためであると考えられる。 

【まとめ】ZnO/Zn膜の抵抗値は、アニール温度を上げると徐々に低下し、500℃でアニール処理

を行った試料では 103〜105Ωの抵抗の割合が増加した。しかし、大気中でアニール処理を行った

ため、Znの酸化反応の影響により、抵抗の著しい低下は確認できなかった。 
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Fig.1 ZnO/Zn膜抵抗の桁とその頻度 

(アニール前) 

Fig.2 ZnO/Zn膜抵抗の桁とその頻度 

(300℃) 

Fig.3 ZnO/Zn膜抵抗の桁とその頻度 

(500℃) 
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